Задание на выполнение курсовой работы
по дисциплине «Аналоговые устройства
1.Цель и содержание курсовой работы
1.1.Целью курсовой работы является углубление знаний студентов, изучающих дисциплину «Аналоговые устройства».

1.2.Курсовая работа предусматривает аналитический расчет двухкаскадного усилителя на биполярных транзисторов и источника электропитания, обеспечивающего режим работы усилителя по постоянному току. 
1.3.Обобщенная структурная схема усилителя, подлежащего разработке, представлена на рис.1. 
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Рис.1. Обобщенная структурная схема  усилителя, подлежащего разработке
Усилитель электрических колебаний – это электронное  устройство, которое под действием входного колебания, используя энергию источника питания, формирует выходное колебание с большей мощностью и близкое по форме к входному колебанию (при допустимых искажениях).
Обобщенная структурная усилителя , подлежащего разработке, включает:

 - источник сигнала,формирующий электрический сигнал,полежащий усилению по напряжению;
   - двухкаскадный резистивный усилитель на биполярных транзисторах,включенных по схеме «общий эмиттер» (ОЭ) с термокомпенсирующей эмиттерной обратной связью;

     - источник электропитания усилителя в виде выпрямителя переменного напряжения первичной сети с заданными значениями действующего напряжения и частоты;
      - нагрузка усилителя в виде резистора RH с номиналом,определяемым индивидуальным заданием .
2.В ходе выполнения курсовой работы необходимо:
2.1. Выполнить аналитический расчет двухкаскадного усилителя на биполярных транзисторах, для чего необходимо:
- разработать принципиальную электрическую схему двухкаскадного усилителя
для заданных в индивидуальном задании биполярных транзисторов, включенных по схеме «общий эмиттер» (ОЭ) с термокомпенсирующей эмиттерной обратной связью;
- представить схемы замещения усилительных каскадов в системе Н-параметров с

учетом разделительных и внутренних емкостей транзисторов;
- испольуя входную и выходную характеристики заданных в индивидуальном

задании биполярных транзисторов для схемы с общим эмиттером графическим методом определить h–параметры схемы замещения;
- произвести расчет усилительных каскадов по постоянному току, реализуя режим

усиления класса А;
- произвести расчет усилительных каскадов по переменному  току, оценив

значения разделительных емкостей и коэффициента усиления по напряжению в области среднх частот;
- оценить коэффициенты усиления усилительных каскадов по напряжению в

области низких и высоких частот;
- построить результирующую амплитудно-частотную характеристику усилителя,
используя полученные данные.

2.2. Выполнить аналитический расчет источника электропитания усилительных каскадов усилителя, для чего необходимо:

- выбрать схему выпрямления, обеспечивающую при заданных параметрах напряжения первичной сети требуемые номиналы питающих напряжений и тока нагрузки;

- оценить требования к силовому трансформатору и вентилям схемы выпрямления, выбрать конкретный тип выпрямительных диодов;

- определить требуемый коэффициент сглаживания и тип сглаживающего фильтра, произвести электрический расчет элементов сглаживающего фильтра;

- используя заданные в индивидуальном варианте требования к стабильности питающих напряжений выберите стандартный интегральный стабилизатор напряжения, обеспечивающий возможность регулировки выходного напряжения в пределах не менее 10% от номиального значения.
3.Требования  к оформлению пояснительной записки
Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки. Пояснительная записка должна быть выполнена в виде компьютерной распечатки на стандартных (210 х 297 мм) листах писчей бумаги, переплетена в обложку или помещена в специальную папку. Шрифт - " Times New Roman" (Normal), размер-12 мм.
      Структура пояснительной записки:

· Титульный лист;
· Содержание;
· Задание на выполнение курсовой работы с указанием индивидуального варианта задания; 
· Введение
· Расчет двухкаскадного усилителя на биполярных транзисторах:


- Принципиальная схема усилигеля и схема замещения усилигельного 
        каскада;


- Определение h–параметры схемы замещения графическим методом;

- Расчет усилительного каскада по постоянному току;

- Расчет усилительного каскада по переменному току;

- Частотные свойсва усилителя.
· Расчет источника электропитания усилительных каскадов усилителя,.
- Схема выпрямления;
- Сглаживающий фильтр

- Стабилизатор напряжения

· Заключение
· Список использовавшейся литературы и других информационных источников.
4. Индивидуальный вариант задание на разработку двухкаскадного усилителя и источника электропитания.
Вариант Nr._____
Тип биполярных транзисторов, задаваемых для реализации схемы усилителя.....................................…….....................................................................    ГТ109Б;

Тип усилительных каскадов........................................................  ОЭ с термостабилизацией;

Тип нагрузки усилителя.......................................................................................   Rн =500  Ом;

Внутреннее сопротивление источника входного сигнала.....................................Rl =50  Ом;
Нижняя частота входного сигнала........................................................................ fН = 40 Гц;
Номинальное напряжение источника питания усилителя.........................................Е=12В;
Коэффициент пульсаций напряжения источника питания.................................................1%;
Параметры переменного напряжения первичной сети........................................... 220В,50Гц;
Относительная нестабильность напряжения первичной сети..........................................10%;
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	1.
	
	МП39
p-n-p
	50
	0,5
	40
	-9,0
	115 В,

400Гц
	5,0
	0,1

	2.
	
	КТ104Б
n-p-n
	150
	1,0
	100
	+12
	220 В,

50 Гц
	10
	0,5

	3.
	
	МП41А
p-n-p
	100
	1,5
	50
	-10
	115 В,

400Гц
	1,0
	0,3

	4.
	
	МП40
p-n-p
	25
	0,5
	200
	-9,0
	115 В,

400Гц
	5,0
	0,25

	5.
	
	МП42А
p-n-p 
	60
	1,5
	100
	-15
	115 В,

400Гц
	5,0
	0,1

	6.
	
	МП42Б
p-n-p
	100
	0,2
	40
	-12
	220 В,

50 Гц
	10
	0,5

	7.
	
	КТ104А
n-p-n
	125
	0,5
	100
	+10
	115 В,

400Гц
	1,0
	0,3

	8.
	
	П416
p-n-p 
	75
	1,0
	50
	-15
	220 В,

50 Гц
	0,5
	1,0


Варианты индивидуальных заданий на курсовое проектирование по дисциплине «Аналоговые устройства»

Приложение 1
Характеристики транзисторов
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